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Fotorivelatori al Silicio 
 

SiPM 
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SiPM 

Perché lasciare i vecchi PMT e passare al silicio? 

• Alta efficienza quantica 

• Alto guadagno 

• Alta efficienza a bassi livelli di luce 

• Conteggio di fotoni  

• Alta linearita’ 

• Ottima risoluzione temporale 

• Basso consumo (senza divisore di tensione) 

• Robusto,stabile,compatto 

• Insensibile a campi magnetici 

• Basso costo 
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SiPM 

• Sruttura complessa 

• Alto costo 

• Integrale dei fotoni 

• TTS alto (ns) 

• Consumo del divisore 

• Fluttuazioni primo dinodo  

  1/δ

• Linearita’ critica 

Fotomoltiplicatore a vuoto: nasce nel 1913 ed e’ 
commerciale RCA nel 1936 



La ricerca di nuovi fotorivelatori porta inevitabilmente ai dispositivi al silicio 

G=1 APD 
G=50-100 

ed oggi ? 

Giunzioni p-n 

Camere a ionizzazione  camere proporzionali  tubi a streamer/RPC 

= gas 
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V < VAPD               => fotodiodo         coppie raccolte/coppie generate = 1 
VAPD < V <VBD  => APD                            coppie raccolte/coppie generate = M 
V > VBD            => Geiger-mode APD    collected pairs/generated pair = ind. 
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•  matrici di microcelle in parallelo 
•  ogni microcella: GM-APD + Rquenching 
V. M. Golovin and A. Sadygov 
            MEPHI 

ITC-irst programma MEMS 
Hamamtsu…….. 
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SiPMT / G-APD / MPPC 

• microcontatori indipendenti in regime geiger limitato 
• Geiger spento dalla caduta del campo e resistenza di 
 quenching R. 
• Segnale in uscita somma segnali singoli geiger 
• V Geiger 10-20% sopra la tensione di brekdown 25-60 V 

Rquench 

Altezza impulso 



SiPM: da Hamamatsu MPPC 



Segnale Oscilloscopio 

Segnale in carica 








